
JP 2014-157809 A 2014.8.28

(57)【要約】
【課題】精密な転写パターンを形成できるドナーフィル
ム及びそのドナーフィルムを用いる有機発光表示装置を
提供する。
【解決手段】ドナーフィルムは、ベースフィルム、光－
熱変換パターン、反射膜及び転写層を含む。前記ベース
フィルムは第１領域と前記第１領域を囲むとともに有機
物に対する結合特性が前記第１領域とは異なる第２領域
と、を備える。前記光－熱変換パターンは前記ベースフ
ィルム上の前記第１領域に配置される。前記反射膜は前
記ベースフィルム上の前記第２領域に配置される。前記
転写層は前記光－熱変換パターン及び前記反射膜上に配
置される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１領域と、前記第１領域を囲むとともに有機物に対する結合特性が前記第１領域とは
異なる第２領域と、を備えるベースフィルムと、
　前記ベースフィルム上の前記第１領域に配置される光－熱変換パターンと、
　前記ベースフィルム上の前記第２領域に配置される反射膜と、
　前記光－熱変換パターン及び前記反射膜上に配置される転写層と、を含むことを特徴と
するドナーフィルム。
【請求項２】
　前記ベースフィルムの前記第１領域の表面は親液性を有し、前記ベースフィルムの前記
第２領域の表面は撥液性を有することを特徴とする請求項１に記載のドナーフィルム。
【請求項３】
　前記光－熱変換パターンは有機バインダー及び前記有機バインダーに分散される光吸収
物質を含むことを特徴とする請求項２に記載のドナーフィルム。
【請求項４】
　前記光吸収物質はカーボンブラックであることを特徴とする請求項３に記載のドナーフ
ィルム。
【請求項５】
　前記反射膜はアルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）、銀（Ａ
ｇ）、銀合金（Ａｇ　ａｌｌｏｙ）、マグネシウム（Ｍｇ）及びマグネシウム合金（Ｍｇ
　ａｌｌｏｙ）のうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項３に記載のドナーフィ
ルム。
【請求項６】
　前記転写層と前記光－熱変換パターン及び前記反射膜との間に配置される中間層をさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載のドナーフィルム。
【請求項７】
　ベースフィルムの表面に親液性を有する第１領域及び前記第１領域を囲むとともに撥液
性を有する第２領域を形成する段階と、
　前記ベースフィルム上に有機バインダー及び前記有機バインダー内に分散される光吸収
物質を含む混合物を塗布して、前記ベースフィルム上の前記第１領域に光－熱変換パター
ンを形成する段階と、
　前記ベースフィルム上の前記第２領域に反射膜を形成する段階と、
　前記光－熱変換パターン及び前記反射膜上に転写層を形成する段階と、を含むことを特
徴とするドナーフィルムの製造方法。
【請求項８】
　前記第１領域及び前記第２領域を形成する段階は、開口を有するマスクを使用してベー
スフィルムに光を照射して前記開口に対応する前記ベースフィルムの領域が親液性を有す
るようにすることを特徴とする請求項７に記載のドナーフィルムの製造方法。
【請求項９】
　前記転写層と前記光－熱変換パターン及び前記反射膜との間に配置される中間層を形成
する段階をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載のドナーフィルムの製造方法。
【請求項１０】
　薄膜トランジスタ基板及び前記薄膜トランジスタ基板上に配置される第１電極を備える
アクセプタ基板を準備する段階と、
　前記アクセプタ基板上にドナーフィルムを配置する段階と、
　前記ドナーフィルムにレーザーを照射して、前記第１電極上に有機膜を形成する段階と
、
　前記有機膜上に第２電極を形成する段階と、を含み、
　前記ドナーフィルムは、
　親液性を有する第１領域及び前記第１領域を囲むとともに撥液性を有する第２領域を備



(3) JP 2014-157809 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

えるベースフィルムと、
　前記ベースフィルム上の前記第１領域に配置される光－熱変換パターンと、
　前記ベースフィルム上の前記第２領域に配置される反射膜と、
　前記光－熱変換パターン及び前記反射膜上に配置される転写層と、を含むことを特徴と
する有機発光表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドナーフィルム、その製造方法及びそれを用いる有機発光表示装置の製造方
法に関し、さらに詳しくは、精密な転写パターンを形成することができるドナーフィルム
、その製造方法及びそれを用いる有機発光表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に有機発光表示装置は薄膜トランジスタ基板、対向基板及び前記薄膜トランジスタ
基板と前記対向基板との間に配置される複数の有機発光素子を備える。各有機発光素子は
画素定義膜によって一部が露出されるアノード電極上に有機膜が配置され、前記有機膜上
にカソード電極が配置される構造を有する。前記有機発光素子は正孔（ｈｏｌｅ）と電子
（ｅｌｅｃｔｒｏｎ）が前記アノード電極と前記カソード電極から前記有機膜に注入され
、前記電子と前記正孔は前記有機膜で再結合して励起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）を生成する。
前記励起子は励起状態（ｅｘｃｉｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）から基底（ｇｒｏｕｎｄ）状態に
落ちるとき放出されるエネルギーを光の形で放出する。
【０００３】
　一方、前記有機膜は様々な方法を用いて形成できる。例えば、前記有機膜は蒸着法、印
刷法、転写法のうちいずれか一つの方法により形成できる。
【０００４】
　最近では、ドナーフィルムを用いて前記有機膜を微細パターン状に形成できる転写法の
研究が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，８５８，６０７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の一目的は精密な転写パターンを形成できるドナーフィルムを提供することであ
る。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は前記ドナーフィルムの製造方法を提供することである。
【０００８】
　また、本発明の更なる他の目的は前記ドナーフィルムを用いる有機発光表示装置の製造
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一目的を達成するためのドナーフィルムはベースフィルム、光－熱変換パター
ン、反射膜及び転写層を含む。前記ベースフィルムは第１領域と、前記第１の領域を囲む
とともに有機物に対する結合特性が前記第１領域とは異なる第２領域と、を備える。前記
光－熱変換パターンは前記ベースフィルム上の前記第１領域に配置できる。前記反射膜は
前記ベースフィルム上の前記第２領域に配置できる。前記転写層は前記光－熱変換パター
ン及び前記反射膜上に配置できる。
【００１０】



(4) JP 2014-157809 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

　前記ベースフィルムの前記第１領域の表面は親液性を有し、前記ベースフィルムの前記
第２領域の表面は撥液性を有する。
【００１１】
　前記光－熱変換パターンは有機バインダーと、前記有機バインダー内に分散された光吸
収物質と、を含み、前記光吸収物質はカーボンブラックからなる。
【００１２】
　前記反射膜はアルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）、銀（Ａ
ｇ）、銀合金（Ａｇ　ａｌｌｏｙ）、マグネシウム（Ｍｇ）及びマグネシウム合金（Ｍｇ
　ａｌｌｏｙ）のうちいずれか一つを含む。
【００１３】
　前記転写層と前記光－熱変換パターン及び前記反射膜との間に配置される中間層をさら
に含む。
【００１４】
　本発明の他の目的を達成するためのドナーフィルムの製造方法は、ベースフィルムの表
面に親液性を有する第１領域及び前記第１領域を囲むとともに撥液性を有する第２領域を
形成する段階、前記ベースフィルム上に有機バインダー及び前記有機バインダー内に分散
された光吸収物質を含む混合物を塗布して、前記ベースフィルム上の前記第１領域に光－
熱変換パターンを形成する段階、前記ベースフィルム上の前記第２領域に反射膜を形成す
る段階、前記光－熱変換パターン及び前記反射膜上に転写層を形成する段階を含む。
【００１５】
　前記第１領域及び前記第２領域を形成する段階は、開口を有するマスクを使用してベー
スフィルムに光を照射して前記開口に対応する前記ベースフィルムの領域、即ち、前記第
１領域が親液性を有するようにする。
【００１６】
　本発明の更なる他の目的を達成するための有機発光表示装置の製造方法は、薄膜トラン
ジスタ基板及び前記薄膜トランジスタ基板上に配置される第１電極を備えるアクセプタ基
板を準備する段階と、前記アクセプタ基板上にドナーフィルムを配置する段階と、前記ド
ナーフィルムにレーザーを照射して、前記第１電極上に有機膜を形成する段階と、前記有
機膜上に第２電極を形成する段階と、を含む。
【発明の効果】
【００１７】
　前記のようなドナーフィルムは光－熱変換パターンが配置されていない領域に反射膜を
備えて、精密な転写パターンを具現できる。従って、前記ドナーフィルムを用いる有機発
光表示装置の製造方法は転写された有機膜が精密なパターン形状を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態によるドナーフィルムを説明するための平面図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ’線に沿った断面図である。
【図３】図１及び図２に示したドナーフィルムの製造方法を説明するための工程断面図で
ある。
【図４】図１及び図２に示したドナーフィルムの製造方法を説明するための工程断面図で
ある。
【図５】図１及び図２に示したドナーフィルムの製造方法を説明するための工程断面図で
ある。
【図６】図１及び図２に示したドナーフィルムの製造方法を説明するための工程断面図で
ある。
【図７】図１及び図２に示したドナーフィルムの製造方法を説明するための工程断面図で
ある。
【図８】図１及び図２に示したドナーフィルムを用いる有機発光表示装置の製造方法を説
明するための工程断面図である。
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【図９】図１及び図２に示したドナーフィルムを用いる有機発光表示装置の製造方法を説
明するための工程断面図である。
【図１０】図１及び図２に示したドナーフィルムを用いる有機発光表示装置の製造方法を
説明するための工程断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、様々な変更を加えることができ、様々な形態を有することができるので、特
定の実施形態を図面に例示して詳しく説明する。しかし、これは本発明を特定の開示形態
に限定するものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれるすべての変更、均等物乃
至代替物を含むものと理解されるべきである。
【００２０】
　各図面の説明において、類似な参照符号は類似な構成要素について使用した。添付され
た図面において、構造物の寸法は本発明の明確性のために実際より拡大して示した。第１
、第２などの用語は様々な構成要素を説明するために使用されるが、前記構成要素は前記
用語によって限定されてはならない。前記用語は一つの構成要素を他の構成要素から区別
する目的だけで使用される。例えば、本発明の権利範囲から外れなく、第１構成要素は第
２構成要素として命名でき、同様に第２構成要素も第１構成要素として命名できる。単数
の表現は、文脈上明らかに違わない限り複数の表現を含む。
【００２１】
　本出願では、“含む”または“有する”などの用語は明細書上に記載された特徴、数字
、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものが存在することを指定す
るもので、一つ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、部分品、またはこれらを
組み合わせたものの存在または付加可能性を予め排除してはならない。また、層、膜、領
域、板などの部分が他の部分の“上に”あるものとすれば、これは他の部分の“すぐ上に
”ある場合だけではなく、その中間に他の部分がある場合も含む。逆に、層、膜、領域、
板などの部分が他の部分の“下に”あるものとすれば、これは他の部分の“すぐ下に”あ
る場合だけではなく、その中間に他の部分がある場合も含む。
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態をより詳しく説明する。
【００２３】
　図１は本発明の一実施形態によるドナーフィルムを説明するための平面図であり、図２
は図１のＩ－Ｉ’線に沿った断面図である。
【００２４】
　図１及び図２を参照すると、ドナーフィルム１００は、ベースフィルム１１０、光－熱
変換パターン１２０、反射膜１３０、中間層１４０及び転写層１５０を含む。
【００２５】
　ベースフィルム１１０は光、例えば、レーザーに対する透過度及び耐熱性の高い材料を
含む。例えば、ベースフィルム１１０はポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙ
ｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフタレート
（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈｔａｌａｔｅ、ＰＥＮ）フィルムからなる。また
、ベースフィルム１１０の厚さは１０～５００μｍである。
【００２６】
　また、ベースフィルム１１０の一面はマトリックスの形で配列されている第１領域ＦＡ
及び前記第１領域ＦＡを含み、第１領域ＦＡと、有機物に対する結合特性が第１領域ＦＡ
とは異なる第２領域ＳＡとに区分される。ここで、第１領域ＦＡのベースフィルム１１０
の表面は親液性を有し、前記第２領域ＳＡの前記ベースフィルム１１０の表面は撥液性を
有する。
【００２７】
　光－熱変換パターン１２０はベースフィルム１１０上の第１領域ＦＡに配置できる。従
って、光－熱変換パターン１２０はベースフィルム１１０上にマトリックスの形で配列さ
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れる。また、光－熱変換パターン１２０は有機バインダー（ｂｉｎｄｅｒ）及び有機バイ
ンダー内に分散された光吸収物質を含む。光吸収物質は外部から照射される光を吸収して
熱に変換させる。例えば、光吸収物質はカーボンブラック（Ｃａｒｂｏｎ　Ｂｌａｃｋ）
からなる。
【００２８】
　反射膜１３０はベースフィルム１１０上の第２領域ＳＡに配置できる。即ち、反射膜１
３０はベースフィルム１１０上の光－熱変換パターン１２０が配置されていない領域に配
置され、光－熱変換パターン１２０を囲む形態をなす。また、反射膜１３０は光反射特性
を有し、ドナーフィルム１００に入射される光を反射させる。例えば、反射膜１３０はア
ルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）、銀（Ａｇ）、銀合金（Ａ
ｇ　ａｌｌｏｙ）、マグネシウム（Ｍｇ）及びマグネシウム合金（Ｍｇ　ａｌｌｏｙ）の
うちいずれか一つを含む。
【００２９】
　中間層１４０は光－熱変換パターン１２０及び反射膜１３０上に配置される。中間層１
４０は光－熱変換パターン１２０に含まれた光吸収物質が前記転写層１５０を汚染するこ
とを防ぐ。また、中間層１４０は光－熱変換パターン１２０から発生するアウトガスを遮
断することができる。中間層１４０は熱耐性の高い物質を含み、転写層１５０との接着力
を有する。また、中間層１４０は有機膜、無機膜および有機・無機複合層のうちいずれか
一つである。有機膜はアクリル樹脂またはアルキド樹脂を含む高分子フィルムからなる。
無機膜は金属酸化膜からなる。
【００３０】
　転写層１５０は中間層１４０上に配置される。また、転写層１５０は有機発光表示装置
の製造工程のうち、第１領域ＦＡに対応する部分が転写されて有機膜として作用する。従
って、転写層１５０は少なくとも発光層ＥＭＬを含み、一般的に多層薄膜構造を有する。
例えば、転写層１５０は正孔注入層（ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＨＩ
Ｌ）、正孔輸送層（ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）、発光層ＥＭ
Ｌ、正孔抑制層（ｈｏｌｅ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｌａｙｅｒ、ＨｂＬ）、電子輸送層（ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ、ＥＴＬ）及び電子注入層（ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＥＩＬ）を備える。正孔注入層は発光層に
正孔を注入する。正孔輸送層は正孔の輸送性が優れており、発光層から正孔と結合してい
ない電子の移動を抑制する。従って、正孔輸送層は正孔と電子の再結合の機会を増加させ
る。発光層は注入された電子と正孔の再結合によって光を放出する。正孔抑制層は発光層
から結合していない正孔の移動を抑制する。電子輸送層は電子を発光層に円滑に輸送する
。電子注入層は発光層に電子を注入する。
【００３１】
　ドナーフィルム１００は第２領域ＳＡに反射膜１３０を備える。従って、ドナーフィル
ム１００に光が供給されても、第２領域ＳＡに照射された光は反射膜１３０によって反射
される。従って、ドナーフィルム１００は第１領域ＦＡに対応する転写層１５０だけがア
クセプタ基板（図示せず）に転写される。従って、アクセプタ基板上に転写された転写層
１５０のパターン形状を精密にすることができる。
【００３２】
　以下、図３乃至図７を参照して、ドナーフィルムの製造方法を説明する。
【００３３】
　図３乃至図７は、図１及び図２に示したドナーフィルムの製造方法を説明するための工
程断面図である。
【００３４】
　まず、図３を参照すると、ベースフィルム１１０を用意する。ベースフィルム１１０は
光、例えば、レーザーに対する透過度及び耐熱性の高い材料を含む。例えば、ベースフィ
ルム１１０はポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔ
ｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎ
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ｅ　ｎａｐｈｔａｌａｔｅ、ＰＥＮ）フィルムのうちいずれか一つである。また、ベース
フィルム１１０は表面処理によって撥液性を有することができる。の表面処理はプラズマ
処理やフッ素処理方法を利用できる。
【００３５】
　次に、ベースフィルム１１０の一面にマトリックスの形で配列される開口ＯＰを有する
マスクＭを使用して紫外線を照射する。紫外線によって開口ＯＰに対応するベースフィル
ム１１０の領域は親液性を有する。従って、ベースフィルム１１０は親液性を有する第１
領域ＦＡと撥液性を有する第２領域ＳＡに区分される。
【００３６】
　図４を参照すると、紫外線を照射した後にベースフィルム１１０上の第１領域ＦＡに光
－熱変換パターン１２０を形成する。
【００３７】
　これをより詳しく説明すると、ベースフィルム１１０上に有機バインダーおよび有機バ
インダー内に分散された光吸収物質を含む混合物を塗布する。光吸収物質はカーボンブラ
ックからなる。また、混合物を塗布する方法はスリットコーティング、スピンコーティン
グ、インクジェット印刷法などを使用して行うことができる。
【００３８】
　第１領域ＦＡは親液性を有し、第２領域ＳＡは撥液性を有するので混合物は親液性を有
する第１領域ＦＡにのみ配置される。つまり、別のパターニング工程を実行しなくても混
合物が第１領域ＦＡにのみ配置されて、光－熱変換パターン１２０が第１領域ＦＡのベー
スフィルム１１０上に配置される。
【００３９】
　図５を参照すると、光－熱変換パターン１２０を形成した後、ベースフィルム１１０上
の第２領域ＳＡに反射膜１３０を形成する。反射膜１３０は光反射特性を有する物質を含
む。例えば、反射膜１３０はアルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏ
ｙ）、銀（Ａｇ）、銀合金（Ａｇ　ａｌｌｏｙ）、マグネシウム（Ｍｇ）及びマグネシウ
ム合金（Ｍｇ　ａｌｌｏｙ）のうちいずれか一つを含む。
【００４０】
　一方、マグネシウムは有機バインダーを含む光－熱変換パターン１２０と結合されない
特性を持つ。従って、反射膜１３０がマグネシウムを含む場合、別のマスクを使用せずに
蒸着によって第２領域ＳＡに反射膜１３０を形成することができる。
【００４１】
　図６を参照すると、反射膜１３０を形成した後、光－熱変換パターン１２０及び反射膜
１３０上に中間層１４０を形成する。中間層１４０は有機膜、無機膜または有機・無機複
合層からなる。有機膜はアクリル樹脂及びアルキド樹脂のうちいずれか一つを含む高分子
フィルムである。無機膜は金属酸化膜からなる。
【００４２】
　中間層１４０は光－熱変換パターン１２０に含まれる光吸収物質が転写層１５０を汚染
することを防止できる。また、中間層１４０は光－熱変換パターン１２０から発生するア
ウトガスを遮断する。
【００４３】
　図７を参照すると、中間層１４０を形成した後、中間層１４０上に転写層１５０を形成
する。
【００４４】
　転写層１５０は少なくとも発光層ＥＭＬを含み、一般的に多層薄膜構造を有する。例え
ば、転写層１５０は正孔注入層（ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）
、正孔輸送層（ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）、発光層ＥＭＬ、
正孔抑制層（ｈｏｌｅ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｌａｙｅｒ、ＨｂＬ）、電子輸送層（ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ、ＥＴＬ）及び電子注入層（ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＥＩＬ）を備える。
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【００４５】
　転写層１５０を形成した後、転写層１５０上に転写層１５０が汚染されることを防止す
る保護フィルム（図示せず）を付着する。
【００４６】
　図８から図１０は、図１及び図２に示したドナーフィルムを用いる有機発光表示装置の
製造方法を説明するための工程断面図である。有機発光表示装置は背面発光型有機発光表
示装置、前面発光型有機発光表示装置、両面発光型有機発光表示装置などあるが、背面発
光型有機発光表示装置を例として説明する。
【００４７】
　図８を参照すると、まず、アクセプタ基板ＡＳを用意する。アクセプタ基板ＡＳは、薄
膜トランジスタ基板２１０と、薄膜トランジスタ基板２１０上に配置される第１電極２２
０を含む。
【００４８】
　薄膜トランジスタ基板２１０は複数の画素領域を備える。また、薄膜トランジスタ基板
２１０はベース基板（図示せず）及びベース基板上に配置される薄膜トランジスタ（図示
せず）を備える。ベース基板はガラスや透明なプラスチックなどの高分子からなるリジッ
ドタイプ（ｒｉｇｉｄ　ｔｙｐｅ）の絶縁基板である。ここで、ベース基板がプラスチッ
ク基板からなる場合、ベース基板はポリエチレンテレフタレート（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅ
ｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）、繊維強化プラスチック（ｆｉｂｅｒ　ｒ
ｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　ｐｌａｓｔｉｃ）またはポリエチレンナフタレート（Ｐｏｌｙｅｔ
ｈｙｌｅｎｅ　Ｎａｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＮ）などからなる。また、ベース基板は透
明フレキシブルタイプ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｔｙｐｅ）の絶縁基板から構成できる。
【００４９】
　第１電極２２０は各画素領域に配置され、薄膜トランジスタと電気的に接続される。第
１電極２２０は透明導電膜からなる。例えば、第１電極２２０はＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　
Ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ（ａｌ
ｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＧＺＯ（ｇａｌｌｉｕｍ　ｄｏｐｅｄ　ｚｉｎ
ｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＺＴＯ（ｚｉｎｃ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＧＴＯ（Ｇａｌｌｉｕｍ
　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＦＴＯ（ｆｌｕｏｒｉｎｅ　ｄｏｐｅｄ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ
）のうちいずれか一つの透明導電性酸化物を含む。
【００５０】
　一方、第１電極２２０は画素定義膜ＰＤＬによって露出される。
【００５１】
　アクセプタ基板ＡＳを準備した後、アクセプタ基板ＡＳ上にドナーフィルム１００を用
意する。ドナーフィルム１００はベースフィルム１１０、光－熱変換パターン１２０、反
射膜１３０、中間層１４０及び転写層１５０を含む。
【００５２】
　ベースフィルム１１０はポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔ
ｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフタレート（ｐｏｌｙｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈｔａｌａｔｅ、ＰＥＮ）フィルムのうちいずれか一つである。
【００５３】
　光－熱変換パターン１２０はベースフィルム１１０上にマトリックスの形で配列される
。また、光－熱変換パターン１２０は有機バインダー及び有機バインダー内に分散される
光吸収物質を含む。光吸収物質は外部から照射される光を吸収して熱に変換する。例えば
、光吸収物質はカーボンブラック（Ｃａｒｂｏｎ　Ｂｌａｃｋ）からなる。
【００５４】
　反射膜１３０はベースフィルム１１０上の光－熱変換パターン１２０が配置されていな
い領域に配置されて、光－熱変換パターン１２０を囲む形状を有する。反射膜１３０はア
ルミニウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）、銀（Ａｇ）、銀合金（Ａ
ｇ　ａｌｌｏｙ）、マグネシウム（Ｍｇ）及びマグネシウム合金（Ｍｇ　ａｌｌｏｙ）の
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いずれかを含み、ドナーフィルム１００に入射される光を反射させる。
【００５５】
　中間層１４０は光－熱変換パターン１２０及び反射膜１３０上に配置される。中間層１
４０は光－熱変換パターン１２０に含まれる光吸収物質が転写層１５０を汚染することを
防止できる。また、中間層１４０は光－熱変換パターン１２０から発生するアウトガスを
遮断する。
【００５６】
　転写層１５０は中間層１４０上に配置される。転写層１５０は少なくとも発光層ＥＭＬ
を含み、一般的に多層薄膜構造を持つ。例えば、転写層１５０は正孔注入層（ｈｏｌｅ　
ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）、正孔輸送層（ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ　ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）、発光層ＥＭＬ、正孔抑制層（ｈｏｌｅ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　
ｌａｙｅｒ、ＨｂＬ）、電子輸送層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅ
ｒ、ＥＴＬ）及び電子注入層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、Ｅ
ＩＬ）を備える。
【００５７】
　ドナーフィルム１００を準備した後、アクセプタ基板ＡＳ上にドナーフィルム１００を
配置する。ここで、第１電極２２０及び転写層１５０は互いに向かい合い、光－熱変換パ
ターン１２０と第１電極２２０が対応するように配置される。
【００５８】
　図９を参照すると、アクセプタ基板ＡＳ上にドナーフィルム１００を配置した後、ドナ
ーフィルム１００のベースフィルム１１０に向かって光、例えば、レーザーを照射する。
【００５９】
　ベースフィルム１１０に照射されたレーザーはベースフィルム１１０を透過して、光－
熱変換パターン１２０及び反射膜１３０に照射される。光－熱変換パターン１２０はレー
ザーを吸収して熱に変換させる。また、反射膜１３０は前記レーザーを反射させて転写層
１５０にレーザーが照射されることを防止する。
【００６０】
　光－熱変換パターン１２０から発生した熱は中間層１４０及び転写層１５０との間の接
着力を低下させる。従って、転写層１５０は光－熱変換パターン１２０と同じ形状を有す
る状態で、アクセプタ基板ＡＳの第１電極２２０上に転写される。第１電極２２０上に転
写された転写層１５０は有機発光表示装置の有機膜２３０からなる。
【００６１】
　図１０を参照すると、有機膜２３０上に第２電極２４０を形成する。
【００６２】
　第２電極２４０は第１電極２２０に比べて仕事関数が小さい物質を含む。例えば、第２
電極２４０はＭｏ、Ｗ、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ
、Ｌｉ、Ｃａ及びこれらの合金のうち少なくとも一つを含む。また、第２電極２４０上に
は第２電極２４０の電圧降下（ＩＲ－ｄｒｏｐ）を防止するために導電膜（図示せず）を
さらに構成する。
【００６３】
　第２電極２４０を形成した後、一般的な封止工程を経て有機発光表示装置を製造する。
例えば、第２電極２４０の上部に透明な絶縁物質を含む封止基板（図示せず）を配置し、
薄膜トランジスタ基板２１０と封止基板を合着して、有機発光表示装置を製造する。
【００６４】
　また、第２電極２４０の上部に絶縁膜（図示せず）を形成し、絶縁膜の下部構造を外部
環境から隔離されるようにして有機発光表示装置を製造することもできる。
【００６５】
　以上の詳細な説明は、本発明を例示して説明するものである。また、前述した内容は本
発明の好ましい実施形態を示して説明するものに過ぎず、前述したように本発明は様々な
組み合わせ、変更及び環境で使用することができ、本明細書に開示された発明の概念の範
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可能である。従って、本発明の詳細な説明は開示された実施の状態に本発明を制限する意
図はない。また、添付の特許請求の範囲は他の実施状態も含むものと解釈されるべきであ
る。
【符号の説明】
【００６６】
　１００・・・ドナーフィルム
　１１０・・・ベースフィルム
　１２０・・・光－熱変換パターン
　１３０・・・反射膜
　１４０・・・中間層
　１５０・・・転写層
　２１０・・・薄膜トランジスタ基板
　２２０・・・第１電極
　２３０・・・有機膜
　２４０・・・第２電極
　ＦＡ・・・第１領域
　ＳＡ・・・第２領域
　Ｍ・・・マスク
　ＯＰ・・・開口
　ＡＳ・・・アクセプタ基板
　ＰＤＬ・・・画素定義膜
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